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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il
refléte bien P’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, a
I’établissement des éditions révisées et aux mises 4 jour
peuvent étre obtenus auprds des Comités nationaux de
la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

@ Bulletin de Ia CEI
Publié trimestriellement

@  Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

@  Catalogue des publications de Ia CEI
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici ou dans la Publication 147-0 de
la CEI des termes spéciaux se rapportant a la présent
publication.

En ce qui concerne la terminologie gén¢
se reportera 3 la Publication 50 de la CEI:
Electrotechnique International (V.E.L),
sous forme de chapitres séparés traitant cha
défini, lindex général &gt i
détails complets sur le
demande.

Les symbolesiftéraux et autres signes approuvés par
la CEI font I’objet de 1a Publication 27 de la CEI.

Revision of this publication

The technical content of TEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of
revised editions and amendment sheets may be obtained
from I EC National Committees and from the following
1EC sources:

® IEC Bulletin
Published quarterly

atfon 50: International Electrotechnical Vocabulary
(1.E.V.), which is issued in the form of separate chapters
ch dealing with a specific field, the General Index being
published as a separate booklet. Full details of the I.E.V.
will be supplied on request.

Graphical and letter symbols

Only special graphical and letter symbols are included
in this publication.

The complete series of graphical symbols approved by
the IEC is given in TEC Publication 117.

The letter symbols for semiconductor devices and
integrated microcircuits are contained in IEC Publi-
cation 148.

Letter symbols and other signs approved by the IEC
are contained in I EC Publication 27.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CINQUIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 147-2 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Deuxiéme partie: Principes généraux des méthodes de mesure

PREAMBULE
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIFTH SUPPLEMENT TO PUBLICATION 147-2 (1963)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 2: General principles of measuring methods

FOREWORD

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and the;
sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses

indicated in the latter.

ittee No. 47, Semiconductor Devices and Integrated
Circuits.

1t constitues the fifth supplement to Pagt? ¢ inciples of Measuring Methods, of TEC Publication 147. Part 1,
dealing with essential rd syand charactéristrss, i ag/TEC Publication 147-1. This recommendation, dealing with
rectifier diodes and thyridtors, js the continuatiom\of Publications 147-2A and 147-2D.
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CINQUIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 147-2 (1963)

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Deuxiéme partie: Principes généraux des méthodes de mesure

CHAPITRE I: DIODES A SEMICONDUCTEURS
SECTION TROIS — DIODES DE REDRESSEMENT
1. Caractéristiques électriques
1.2 Courant inverse

Page 10

Ajouter le nouveau paragraphe suivant :

1.2.3 Courant inverse de pointe

But

Mesurer le courant inverse de pointe d’unte dipdg de tedres t pour une valeur spécifiée de
la tension inverse de pointe répétitive dans\descondj pécifiées.
Schéma

Oscilloscope
—0 ou appareils de
lecture de créte

0060/73

FiGURE 1

Description et exigences du circuit

D, = diode a mesurer

Dy et Dy = diodes fournissant des demi-alternances négatives de sorte que ’on mesure seulement
la caractéristique inverse de la diode de redressement

G = source de tension alternative

R, = résistance de protection

R, = résistance étalonnée qui permet de déterminer le courant
Exécution

La tension inverse de pointe répétitive aux bornes de la diode de redressement, mesurée sur
Poscilloscope, est ajustée a ’aide de la source de tension alternative. La valeur de pointe du courant
inverse qui traverse la diode est mesurée sur I’oscilloscope placé aux bornes de R,.
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FIFTH SUPPLEMENT TO PUBLICATION 147-2 (1963)

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 2: General principles of measuring methods

CHAPTER I: SEMICONDUCTOR DIODES
SECTION THREE — RECTIFIER DIODES

1. Electrical characteristics

1.2 Reverse current

Page |1

Add the following new Sub-clause:

1.2.3 Peak reverse current
Purpose

lue of repetitive peak
reverse voltage under specified conditions.

Circuit diagram

Oscilloscope
or peak reading
instruments

0060(73
Figure 1

Circuit descriptieg/and requirements

Dy = diode being measured

D, and D3 = diodes to provide negative half-cycles, so that only the reverse characteristic of the
rectifier diode is measured

G = alternating voltage source
R, = protective resistor
Rs = calibrated current sensing resistor

Measurement procedure

The repetitive peak reverse voltage across the rectifier diode, measured on the oscilloscope, is
adjusted by means of the alternating voltage source. The peak value of the reverse current through
the rectifier diode is measured on the oscilloscope connected across Ro.
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On peut utiliser des appareils de mesure de créte au lieu de I'oscilloscope, mais ils doivent étre des
instruments qui permettent la mesure du courant inverse de pointe lorsque la tension inverse a
atteint sa valeur de pointe.

Conditions spécifiées
Les valeurs des conditions suivantes doivent étre données:
a) Tension inverse de pointe répétitive.

b) Fréquence de la source de tension alternative.
¢) Température ambiante, température du boitier ou température d’un point de référence.

1.3 Tension directe

Ajouter le nouveau paragraphe suivant :

1.3.3  Méthode en impulsions

But

Mesurer la tension directe d’une diode de redressement dan
une méthode en impulsions.

pécifiées, en utilisant

Schéma
R1
T4

G Oscilloscope

_ﬂ_ D =) ou appareils de
Ve Q lecture de créte

M
‘—@\\ J ~—_"

9, % -

FIGURE 2

0061/73

dnérateur d’impulsions
fstance de protection
R, = résistance étalonnée qui permet de déterminer le courant

La largeur de 'impulsion et la vitesse de répétition du générateur d’impulsions doivent étre telles
que 1’élévation de température interne soit négligeable pendant la mesure.

Les conditions ci-dessus sont, en général, réalisées pour des largeurs d’impulsions de 100 ps a
500 us. Pour les diodes de forte puissance, il peut étre préférable d’utiliser des impulsions sinu-
soidales de durée jusqu’a 1 ms pour que I’équilibre des porteurs de charges soit atteint.

Exécution
La tension délivrée par le générateur d’impulsions est initialement nulle.

On régle la température & la valeur spécifiée.
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Peak reading instruments may be used instead of the oscilloscope, but they must be instruments
that allow measurement of the peak reverse current at the time the reverse voltage reaches its peak
value.

Specified conditions

The values of the following conditions should be stated:

a) Repetitive peak reverse voltage.
b) Frequency of alternating voltage source.
¢) Ambient, case or reference point temperature.

1.3 Forward voltage
Add the following new Sub-clause:

1.3.3  Pulse method

Purpose

To measure the forward voltage of a rectifier diode under speei
method.

Circuit diagram

I U
7 >
G Oscilloscope
Ji (5 O or peak reading
A1 \> instruments

0061{73
IGURE 2

= calibratedelirrent sensing resistor

The pulse width and the repetition rate of the pulse generator should be such that negligible
internal heating occurs during the measurement.

The above conditions are usually met with pulse widths of 100 ps to 500 us. For high power
diodes, sinusoidal pulses with base widths up to 1 ms may be preferable to establish carrier equi-
librium.

Measurement procedure
The pulse generator voltage is set initially to zero.

Temperature conditions are set to the specified value.
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On ajuste le courant direct & la valeur spécifiée en augmentant la tension du générateur d’impul-
sions; on mesure alors la tension directe sur I'oscilloscope.

On peut utiliser des appareils de mesure de créte au lieu de I'oscilloscope, mais ils doivent étre
des instruments qui permettent la mesure de la tension directe de pointe lorsque le courant direct a
atteint sa valeur de pointe.

Conditions spécifiées
Les valeurs des conditions suivantes doivent &tre données:

a) Courant direct de pointe.
b) Température ambiante, température du boitier ou température d’un point de référence.

Page 12

Ajouter le nouveau paragraphe suivant :
1.6 Charge recouvrée (par mesure du courant de recouvrement invers

But

Mesurer la charge recouvrée d’une diode de redressem Jans s spécifiées.

St

Ir { ! —_—

A

M {7 i R | {Ra

AN

( 1 |
0062/73
source de courant direct

@ FIG. 3. — Schéma.

006373

FI1G. 4. — Forme d’onde du courant traversant la diode.
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The specified forward current is then set by increasing the voltage of the pulse generator; the
forward voltage is measured on the oscilloscope.

Peak reading instruments may be used instead of the oscilloscope, but they must be instruments
that allow measurement of the peak forward voltage at the time the forward current reaches its
peak value.

Specified conditions
The values of the following conditions should be stated:
a) Peak forward current.
b) Ambient, case or reference point temperature.
Page 13
Add the following new Sub-clause :

1.6 Recovered charge (by measurement of reverse recovery current)

Purpose

To measure the recovered charge of a rectifier diode under spe

Circuit diagram and test waveform

S Ri L1 __r_

o v
I C1 i: ..;‘L_ Vr
A

0062{73
p =Yor current source

— Circuit diagram.

006373

FiG. 4. — Current waveform through the diode.
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Description et exigences du circuit

A = ampéremeétre & cadre mobile

G, = condensateur qui fournit le courant de recouvrement inverse de la diode Dy

C, == condensateur qui élimine la haute tension inverse induite

D, == diode a mesurer

L, = inductance qui bloque la tension inverse (la valeur de 1;/R; est choisie de fagon a &tre
trés supérieure au temps t,.)

L, == inductance qui permet d’ajuster la vitesse de croissance du courant inverse

M = instrument de mesure (par exemple un oscilloscope)

R, = résistance qui limite le courant direct

R, = résistance de 'inductance Lo

Rs == résistance étalonnée non inductive qui permet de déterminerle courant

R, = résistance qui élimine la haute tension inverse induite

S; et S = interrupteurs électromécaniques ou électroniques

¢) Vit de variation du courant: di,/dt.
d) Température ambiante, température du boitier ou température d’un point de référence.

Page 20
Ajouter les nouveaux articles suivants :

5. Vérification de valeurs limites

5.1  Courant direct non répétitif de surcharge accidentelle
But

Vérifier la valeur limite du courant direct (non répétitif) de surcharge accidentelle d’une diode
de redressement dans des conditions spécifiées.
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Circuit description and requirements

A4 = moving coil ammeter
C = capacitor supplying the reverse recovery current of diode D,
G, == capacitor suppressing the high induced reverse voltage

D, = diode being measured

L; = inductor to block the reverse voltage (the value of 1,/R; is selected to be much
greater than the time f,,)

L, = inductor adjusting the rate of rise of the reverse current

M = measuring instrument (e.g. an oscilloscope)

R, = forward current limiting resistor

R, = resistance of inductor L,

R; = calibrated, non-inductive current sensing resistor

R, = resistor suppressing the high induced reverse voltage
S; and S, = electromechanical or electronic switches

3. — The values of R, and C, should be chosen so that they haves
waveform.

Measurement procedure

fo; 11 is the ing
of the straight

d) Ambient, case or reference point temperature.

Page 21
Add the following new Clauses:

5. Verification of ratings (limiting values)

5.1  Surge (non-repetitive) forward current
Purpose

To verify the surge (non-repetitive) forward current rating of a rectifier diode, under specified
conditions.
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Schéma
Ro Do s X Rj
o
81}
lo
- o, -
To \ ZS R3 T4
D3
|
I /\(\
YR |
Y

&

0064]73
FIGURE 5

Description et exigences du circuit

A = instrument de lecture de créte (par exepfple
D, = diode en essai
D, = diode qui bloque la tension diregfe \Jéli
R; = résistance permettar

grande vis-a-vis de ce
note ci-dessous)

crarge accidentelle ; sa valeur doit &étre
la diode Dy lorsqu’elle est présente (voir

s-&iFest alimenté par une source séparée, la phase de celle-ci doit étre la méme
a source qui alimente T;. La forme d’onde de la tension doit étre sensiblement

e résistance Ry en série avec un interrupteur S;.
Ces circuits ne sont pas obligatoires.

Djy est une diode d’équilibrage du courant ayant sensiblement la méme résistance directe que la diode en
essai.

Si Pon utilise une résistance Ry, elle doit avoir la méme résistance que la résistance directe de la diode en
essai.

S, est un interrupteur électromécanique ou électronique, ayant un angle de conduction d’environ 180°
pendant la demi-période inverse du transformateur Ty.

Exécution
Mettre a zéro les sources de tension et de courant.

Placer la diode de redressement dans le support d’essai selon I'indication de sa polarité ; vérifier
les conditions de température.
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Circuit diagram
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FIGURE 5
Circuit description and requirements

A = peak reading instrument (e.g. ammeter or oscilloscope

D; = diode under test
D, = diode to block the forward voltage supplie

R; == surge current setting resistor Yith the forward resistance of

sutially a half-sine wave of approximately 10 ms (or
¢ of approximately 50 (or 60) pulses per second

These circlits are not mandatory.
D, is a current balancing diode having approximately the same forward resistance as the diode under test.

If a resistor Ry is used, it should have the same resistance as the forward resistance of the diode under test.

Sy is an electromechanical or electronic switch with a conduction angle of approximately 180°, during the
reverse half-cycle of transformer Ty .

Test procedure
The voltage and current sources are set to zero.

The rectifier diode is inserted into the test socket in accordance with its polarity marking, and
the temperature conditions are checked.
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Régler la tension inverse de pointe, mesurée par P’appareil de lecture de créte V, a la valeur
spécifiée.

Donner au courant direct de surcharge accidentelle, mesuré par I’appareil de lecture de créte A,

la valeur spécifiée en agissant sur R;.

Appliquer 2 la diode de redressement en essai le nombre spécifié de fois le courant direct de sur-
charge accidentelle.

Les mesures qui suivent épreuve indiquent si la diode de redressement a pu supporter la valeur
limite du courant direct de surcharge accidentelle.

Conditions spécifiées

Les valeurs des conditions suivantes doivent &tre données:

a) Tension inverse de pointe.
b) Courant direct (non répétitif) de surcharge accidentelle.
¢) Impédance maximale de la source de tension inverse.

52 Tension inverse de pointe non répétitive (Vrsu

dans des conditions spécifié
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Description et exigences du circuit

D, = diode fournissant des demi-alternances négatives de sorte que I'on mesure seulement la
caractéristique inverse de la diode en essai

D, = diode en essai

G = source de tension alternative

S = interrupteur électromécanique ou électronique (ayant un angle de conduction d’environ 180°)
qui permet d’appliquer la tension du générateur a la diode de redressement en essai pendant
la demi-période inverse

V = appareil de mesure de créte
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The peak reverse voltage, measured on peak reading instrument V, is adjusted to the specified
value.

The surge forward current, measured on peak reading instrument A, is set to the specified value
by adjustment of R;.

The surge forward current is applied as many times as specified to the rectifier diode under test.

Proof of the ability of the rectifier diode to withstand the surge forward current rating is obtained
from the post-test measurements.

Specified conditions

The values of the following conditions should be stated:
a) Peak reverse voltage.
b) Surge (non-repetitive) forward current.
¢} Maximum impedance of the reverse voltage source.
d) Number of cycles per surge, number of surges and repetition rg

¢) Ambient, case or reference point temperature.
f) Post-test measurement limits.

5.2 Non-repetitive peak reverse voltage (Vrgu)
Purpose
To verify the non-repetitive peak
conditions,
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Circuit description and requirements

D, = diode to provide negative half-cycles, so that only the reverse characteristic of the diode
under test is measured

D, = diode under test

G = alternating voltage source

S = electromechanical or electronic switch (with a conduction angle of approximately 180°)
which applies the source voltage to the rectifier diode under test for one half-cycle in the
reverse direction

V = peak reading instrument
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